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 و گروه پژوهشي فناوري خلأ بالا مركز خدمات تخصصي فناوري خلأ

و تجهیزات سفارشي خلأ بالا در نشاني  های لایه ساخت سیستمطراحي و تجربه در زمینه سه دهه بیش از با 

 پیشرفته جانبي

 
 MSSمدل:  نشاني مگنترون اسپاترینگ سیستم لایه

 
 EDSو   ETSمدل: نشاني تبخیر با پرتو الكتروني سیستم لایه

 
 MSمدل:  دستگاه ذوب ریسي تحت گاز محافظ

 
 LTSمدل:  پالسي نشاني با لیزر هسیستم لای

 
 (MSC) كاتد مگنترون اسپاترینگ

 
 (Ion Beam Source)چشمه پرتو یون پهن 
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 سنج كریستالي كامپیوتری ضخامت

 
 (Electron Gun) منبع تبخیر پرتو الكتروني

 
 چرخان نگهدارنده نمونه

 
 منبع تبخیر مقاومتي جریان بالا

 
 چهار پیني فیدتروی الكتریكي

 
 درجه سانتیگراد 077 تابشي  گرمكن
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 هاي تخصصي  يئخدمات وتوانا 

 در خلأ بالا و تجهیزات جانبي طبق سفارش كارفرماو زدایش شاني ن های لایه طراحي و ساخت سیستم 

 تأمین كننده انواع تجهیزات خلأ 

 های خاص به روش  نشاني انجام لایهPVD 

 سوابق وتجربيات 

 نشاني مگنترون اسپاتری طراحي و ساخت سیستم لایه(نگ مدلMSS؛ دانشگاه تهران) 

 تحقیق، طراحي مهندسي و ساخت كامل یک دستگاه چشمه یون جریان متناوب؛ دانشگاه صنعتي مالک اشتر 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني با پرتو الكتروني مدلEDS؛ دانشگاه سلمان فارسي شیراز) 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني با پرتو الكتروني مدلEDS ؛)دانشگاه شهید باهنر كرمان 

 نشاني تبخیر در خلأ بالا مدل  طراحي و ساخت سیستم لایه(EDS)؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبریز 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني با پرتو الكتروني مدلETS؛ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اهواز) 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني با پرتو الكتروني مدلEDS؛ صندوق توسعه تكنولوژی نانو) 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني مگنترون اسپاترینگ مدلMSS؛ دانشگاه شیراز پژوهشكده نانو) 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني مگنترون اسپاترینگ مدلMSS؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت) 

 نشاني مگنترون اسپاترینگ م طراحي و ساخت سیستم لایه(دلMSS؛ دانشگاه صنعتي شیراز) 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني مگنترون اسپاترینگ مدلMSS ؛ دانشگاه صنعتي اصفهان) 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني مگنترون اسپاترینگ مدلMSS ؛ پژوهشگاه مواد وانرژی) 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني با پرتو الكتروني مدلEDS؛ دانشگاه آز) اد اسلامي، واحد تهران مركز 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني با پرتو الكتروني مدلEDS؛ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج) 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني با پرتو الكتروني مدلETS؛ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مهاباد) 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني با لیزر مدلLTS؛ دان)شگاه ولیعصر رفسنجان 

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني تبخیر با پرتو الكتروني مدلETSو سیستم لایه )  نشاني مگنترون اسپاترینگ

 (؛ پژوهشكده برق و الكترونیکMSSمدل)

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني تبخیر با پرتو الكتروني و اسپاترینگ مدلEMS؛ سازمان انرژی اتمي بناب) 

 ي و ساخت سیستم ذوب ریسي در خلأ؛ پژوهشكده توسعه تكنولوژی طراح 

 طراحي و ساخت سیستم لایه(نشاني تبخیر با پرتو الكتروني مدلEVSو سیستم لایه )  نشاني مگنترون اسپاترینگ

 (؛ دانشكده فني و مهندسي دانشگاه تربیت مدرسMSSمدل)

 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني در خلأ مدلJDM ؛)شگاه علوم پایه دامغاندان 

  طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني تبخیر در خلأ مدلJLM ؛)دانشگاه شهید بهشتي، پژوهشكده لیزر 
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 طراحي و ساخت سیستم لایه (نشاني در خلأ مدلJSM؛) كشور  لیزر كاربردی تحقیقات دانشگاه دمشق،مؤسسه(

 سوریه(

  محصولات وتوليدات 

 ها: سيستم

 اسپاترینگ  كاتد و حرارتي تبخیر منبع، الكتروني تفنگ، یون چشمه به مجهز زدایش و انينش لایه كامل سیستم

 IDSو  ITSهای  مدل

 مدل سیستم لایه( های  نشاني تبخیر با پرتو الكترونيETS وEDS) 

 مدل  سیستم لایه( نشاني مگنترون اسپاترینگMSS) 

 نشاني با لیزر سیستم لایه ( مدلLTS) 

 ریسي در خلأ سیستم ذوب (Melt Spinner) 

 :ها زيرمجموعه

 دو نوع جریان مستقیم و جریان متناوب چشمه یون پرتو پهن در 

 تقیم و جریان متناوب در دو نوع جریان مس كاتد مگنترون اسپاترینگ(DC & RFبا قطر ) اینچ 3و  2 تارگت   

  كیلووات 3منبع تبخیر پرتوالكتروني مغناطیسي   

 ک شونده با آب و قابل انعطافنسنج كریستالي كامپیوتری خ ضخامت 

 ان بالامنبع تبخیر مقاومتي جری 

 برقي با امكان كنترل دور نگهدارنده نمونه 

 الكتریكي فیدتروی 

 درجه سانتیگراد 770و  377 های تابشي گرمكن 

  كننده تجهيزات خلأ شامل تأمين 

 ... های خلأ و روغنكریستال،  تارگت، خلأ، بوته، هایانواع پمپ، خلأسنج، شیر

 هاي آموزشي مرتبط با فناوري خلأ برگزاركننده دوره 

 نشاني خاص به روش  هاي لايه انجام پروژهPVD 

 هاي دانشجويي مشاور ساخت در انجام پروژه و پايان نامه 

 

 17پلاك  -خيابان شهيد قاسمي -ضلع شمالي دانشگاه صنعتي شريف -خيابان آزادي -نشاني: تهران

 66816676نمابر:     66816676-66816670تلفن: 

hivac@jdsharif.ac.irEmail:  

www.jdsharif.comWebsite:  

mailto:hivac@jdsharif.ac.ir
http://www.jdsharif.com/
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 ( poration SystemsHigh Vacuum Eva) نشاني تبخير با پرتو الكتروني سيستم لايه

 ( ETS-160و  EDS-160هاي:  )مدل

 

 مشخصات دستگاه

  :وراخ بیست س، درب در بالا، افقي دو پنجره دیداز جنس استیل غیرمغناطیسي ضد زنگ، دارای محفظه

 میلیمتر 20فیدترو به قطر 

 : لیتر 117تقریباً  حجم 

  میلي بار 17 -6فشارنهایي: محدوده 

 دیفیوژن یا توربومولكولار، نیكيسیستم تخلیه: پمپ مكا 

   :دقیقه 47زمان تخلیه برای شروع عملیات 

 اتوماتیک برای حفاظت در مقابل قطع منابع برق، آب، باد و خطای كاربر عملكرد: نیمه 

  :الكتروپنوماتیک بالابرمحفظه 

 ها: رنگ الكترواستاتیک  كابینت 

 تجهيزات جانبي نصب شده روي دستگاه

 درجه پرتو 207، گردش كیلووات 3 منبع پرتو الكتروني مغناطیسي 

  كیلووات 3منبع تغذیه ،kV 6 برای منبع پرتو الكتروني 

  وات 677با توان حداكثر  اینچ 3كاتد مگنترون اسپاترینگ 

  كیلووات 1جریان مستقیم منبع تغذیه 

  با منبع تغذیه آمپر  257با حداكثر جریان منبع تبخیر مقاومتيAC 
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 در صورت استفاده از پمپ دیفیوژن تله ازت مایع 

 سنج كریستالي كامپیوتری ضخامت 

 گردان برقي با امكان كنترل دور نمونه 

 كن نمونه) از نوع تابشي( با كنترلر دمای  گرمPID 

 كاربردها

 فناوری نانو 

  اپتیک 

 میكروالكترونیک 

  ابررسانایي 

 فیلترهای نوری 

 اپتوالكترونیک 

 های لیزر آینه 

 کالكتری های دی یهلا 

 های سخت پوشش 

 های تزئیني پوشش 
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 (RF&DC Magnetron Sputteringمگنترون اسپاترينگ )  DC&RFنشاني سيستم لايه

 (MSS)مدل:

 
 

  مشخصات دستگاه

 سیزده، درب در بالا، افقي پنجره دید سهاز جنس استیل غیرمغناطیسي ضد زنگ، دارای  محفظه: استیل 

 میلیمتر 20طر وراخ فیدترو به قس

   :لیتر  67حدود حجم 

  بار میلي17 -6فشارنهایي: محدوده 

 سیستم تخلیه: پمپ مكانیكي و توربو مولكولار 

 اتوماتیک برای حفاظت در مقابل قطع منابع برق، آب، باد و خطای كاربر عملكرد: نیمه 

 بالابرمحفظه: الكتروپنوماتیک 

 ها: رنگ الكترواستاتیک كابینت 

 نصب شده روي دستگاه تجهيزات جانبي

  كاتدDC  وRF  اینچ 3 یا 2مگنترون اسپاترینگ به قطر 

  جریان مستقیم منبع تغذیه(DC) 1777 برای كاتد اسپاترینگ وات 

  جریان متناوب منبع تغذیه(RF) 677 برای كاتد اسپاترینگ وات 

 سنج كریستالي كامپیوتری ضخامت  

 گردان دستي نمونه 

 دمای شي( با كنترلر كن نمونه) از نوع تاب گرمPID 

  شاتر نمونه یاشاتر كاتد 
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  درجه 077سیستم عملیات حرارتي مربوط به زیرلایه در دمای 

 كاربردها

 فناوری نانو 

 اپتیک 

 میكروالكترونیک 

  ابررسانایي 

 فیلترهای نوری 

 اپتوالكترونیک 

 های لیزر آینه 

 کالكتری های دی لایه 

 های سخت پوشش 

 های تزئیني پوشش 
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 (Pulsed Laser Deposition(PLD)) پالسي نشاني با ليزر هسيستم لاي

 (LTS)مدل: 

 

 مشخصات دستگاه

 افقي و یک پنجره جهت  پنجره دید از جنس استیل غیرمغناطیسي ضد زنگ، دارای دو محفظه: استیل

 میلیمتر 20وراخ فیدترو به قطر ده س، درب در بالا، ورود پرتو لیزر

  :لیتر 27حجم محفظه استیل 

 میلي بار 17-6ارنهایي: محدودهفش 

 سیستم تخلیه: پمپ مكانیكي و توربومولكولار 

 جهيزات جانبي نصب شده روي دستگاهت

  با قابلیت تنظیم سرعت و مكان پرتومجموعه گرداننده ماده هدف 

  مجموعه نگهدارنده نمونه 

 دمای )از نوع تابشي( با كنترلر  كن نمونه گرمPID 

 وتریسنج كریستالي كامپی ضخامت 

 اكاربرده

 اپتوالكترونیک 

 فناوری نانو 

 ابررساناهای دمای بالا 

 های الماسه لایه 
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 (Protective Gas Melt Spinner) دستگاه ذوب ريسي تحت گاز محافظ

 

 

 مشخصات دستگاه

 از جنس استیل غیرمغناطیسي ضد زنگ محفظه: استیل 

  :لیتر 277حجم محفظه 

 :میلي بار 17-5محدوده  فشار نهایي 

 های خلأ مكانیكي و دیفیوژن سیستم تخلیه: پمپ 

  20-0°زاویه نازل كوارتز: قابل تنظیم در بازه 

  0.5-0.1فشار تزریق مذاب: قابل تنظیم در بازه bar 

 تجهيزات جانبي نصب شده روي دستگاه

  متر سانتي 0و  4كویل القایي با قطرهای 

  منبع تغذیهRF هرتزكیلو 457فركانس  كیلووات و 15توان  با 

 متر بر ثانیه 47گردان با حداكثر سرعت  دیسک 

 كاربردها

  تولید آلیاژهای آمورف و نانوكریستالي 

  :106-105انجماد سریع مواد فلزی به روش ذوب ریسي: سرعت سرد شدن مذاب C/s 

  50-20تولید نوارهای آلیاژی: با ضخامت µm 20-0.5  و عرض mm 

 :كاربردهای مغناطیسي آلیاژهای آمورف 

 سگرهای نیرو، سرعت، ضربهح 

 سیستم حفاظت الكترومغناطیسي كالا 

 ها، كلید و فنر مغناطیسي هسته ترانسفورماتورها، چوك 

 فیلتر و حفاظ مغناطیسي و اندازه گیری جریان الكتریكي 
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 (Ion Beam Source)چشمه پرتو يون پهن 

 مشخصات دستگاه

  :ولتاژ كارRF و DC 

  : آمپر میلي 127بیشینه جریان پرتو 

  :الكترون ولت 1277تا  177انرژی پرتو 

 متر  سانتي 6-5ها:  قطر پرتو در محل توری 

 پذیر قابلیت یونیزاسیون و ایجاد پرتو از انواع گازهای خنثي و واكنش 

 قابلیت ایجاد پرتو واگرا، همگرا و موازی 
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 (Magnetron Sputtering Cathode) كاتد مگنترون اسپاترينگ

 اهمشخصات دستگ

 :اینچ 3و  2اندازه تارگت 

  :ولتاژ كارRF  وDC 

  :وات 677توان 
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 (Electron Gun) منبع تبخير پرتو الكتروني

 مشخصات دستگاه

  :توانkw3 

 درجه 207 :چرخش پرتو 

 :درجه سانتیگراد 4577 حداكثر دما 

  :حجم خنک شونده با آب از جنس مس،بوته ، cc27  و بوته گرافیتيcc6 

  :ولتاژ كارDC  وkV 6- 

 رتو: دستي در جهت طولجابجایي پ 

  ،كابینت مستقل دارای اینترلاك به سیستم خلأآمپر17منبع تغذیه: سه فاز ، 
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 سنج كريستالي كامپيوتري  ضخامت

 مشخصات دستگاه

  نگهدارنده كریستال، خنک شونده با آب قابل انعطاف از جنس استیل 

  مگاهرتز 6كریستال كوارتز 

  مگا هرتز 6نوسان ساز 

  نشاني نمایشگر نرخ لایهسیستم 
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 منبع تبخير مقاومتي جريان بالا

 مشخصات دستگاه

  :آمپر 377حداكثر جریان 

 خنک شونده با آب 

  :میلیمتر 20قطر فیدترو 
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  نگهدارنده نمونه

 مشخصات دستگاه

 گردان با قابلیت كنترل دور 
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 فيدتروي الكتريكي

 دستگاه مشخصات

 4 میلیمتر 5/2به قطر  ینيپ 

 :میلیمتر 26قطر فیدترو 

  :آمپر 17حداكثر جریان 
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 هاي تابشي گرمكن

 مشخصات دستگاه

 تابشي 

  همراه با كنترلر دمایPID 

  :خنک شونده با آب درجه سانتیگراد 877و  درجه سانتیگراد بدون خنک شوندگي 377حداكثر دما 

 

 
 درجه 377گرمكن 

 
 درجه 977ن گرمك

 


